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【57】申請專利範圍
1.　一種積體電路封裝，包含：
一積體電路晶粒，包含：

一基材；

一保護結構，在該基材中，其中該保護結構與該基材包含一相同半導體材料，且其中該

保護結構包含一第一摻雜物與不同於該第一摻雜物之一第二摻雜物，其中該保護結構包

含含有該第一摻雜物的一第一部位與含有該第二摻雜物的一第二部位；

一互連結構，在該基材上，其中該互連結構包含介電層與在該些介電層中之導電性特

徵；以及

一密封環結構，在該互連結構之該些介電層中，其中該密封環結構在由上而下的一視角

中圍繞該互連結構之該些導電性特徵，且其中該密封環結構接觸該保護結構，其中該保

護結構之該第一部位接觸該密封環結構，且其中該保護結構之該第二部位透過該保護結

構之該第一部位與該密封環結構分離；以及

一介電材料，在該積體電路晶粒的側壁上。

2.　如請求項 1所述之積體電路封裝，其中該保護結構包含一 p-n接面。
3.　如請求項 1所述之積體電路封裝，其中該第一摻雜物與該第二摻雜物是不同的導電性類
型。

4.　如請求項 1所述之積體電路封裝，其中該保護結構更包含含有不同於該第二摻雜物之一
第三摻雜物的一第三部位。

5.　一種積體電路封裝，包含：
一積體電路晶粒，包含：

一基材，其中該基材包含一第一半導體材料；
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一保護結構，在該基材中，其中該保護結構包含該第一半導體材料，其中該保護結構的

一第一部位摻雜一第一摻雜物，且該保護結構的一第二部位摻雜一第二摻雜物，且其中

該第一摻雜物與該第二摻雜物是不同的導電性類型；

一互連結構，在該基材上，其中該互連結構包含介電層與在該些介電層中之導電性特

徵；以及

一密封環結構，在該互連結構之該些介電層中，其中該密封環結構接觸該保護結構之該

第一部位，且其中該保護結構之該第二部位透過該保護結構之該第一部位與該密封環結

構分離；以及

一介電材料，在該積體電路晶粒的側壁上。

6.　如請求項 5所述之積體電路封裝，其中該密封環結構的一表面比該保護結構之該第一部
位的一表面狹窄。

7.　如請求項 5所述之積體電路封裝，其中該密封環結構是一連續環，在由上而下的一視角
中圍繞該互連結構之該些導電性特徵，且其中該保護結構是一連續環，在由上而下的該

視角中圍繞該互連結構之該些導電性特徵。

8.　如請求項 5所述之積體電路封裝，其中該密封環結構是一片段環，在由上而下的一視角
中圍繞該互連結構之該些導電性特徵，且其中該保護結構是一片段環，在由上而下的該

視角中圍繞該互連結構之該些導電性特徵。

9.　如請求項 5所述之積體電路封裝，其中該保護結構進一步包含一第三部位摻雜該第一摻
雜物，且其中該保護結構之該第二部位位於該保護結構之該第一部位與該保護結構之該

第三部位之間。

10.   一種積體電路封裝形成之方法，包含：
透過對一基材依序摻雜一第一摻雜物與一第二摻雜物以於該基材中形成一保護結構，其

中該第二摻雜物不同於該第一摻雜物，且其中該保護結構包含含有該第一摻雜物的一第

一部位以及含有該第二摻雜物的一第二部位；

於該基材之該第一部位上形成一互連結構，其中該互連結構包含介電層與在該些介電層

中之導電性特徵；

於該互連結構之該些介電層中形成一密封環結構，其中該密封環結構在由上而下的一視

角中圍繞該互連結構之該些導電性特徵，其中該密封環結構接觸該保護結構之該第二部

位，其中該保護結構之該第一部位透過該保護結構之該第二部位與該密封環結構分離，

且其中該密封環結構透過該保護結構之該第二部位與該基材之該第一部位分離；

切單該基材以形成一積體電路晶粒，其中該積體電路晶粒包含該基材之該第一部位、該

保護結構、該互連結構以及該密封環結構；以及

形成具有該積體電路晶粒之一積體電路封裝。

圖式簡單說明

透過結合圖式閱讀下列實施方式，將可以最佳地理解本揭露。需強調的是，根據產業標

準慣例，各種特徵並未按照比例繪製且僅用於說明目的。事實上，為了清楚的討論，各種特

徵的尺寸可能任意地增加或減少。

第 1圖至第 5C圖為繪示根據部分實施方式形成積體電路晶粒於過程中的中間步驟的各種視
圖。

第 6A圖至第 6C圖為繪示根據部分實施方式之積體電路晶粒的各種視圖。
第 7A圖至第 7C圖為繪示根據部分實施方式之虛擬晶粒的各種視圖。
第 8圖至第 16圖為繪示根據部分實施方式形成積體電路封裝於過程中的中間步驟的各種視
圖。

(2)
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第 17A圖至第 18圖為繪示根據部分實施方式之積體電路晶粒與包含積體電路晶粒之積體電
路封裝的各種視圖。

第 19A圖至第 20圖為繪示根據部分實施方式之積體電路晶粒與包含積體電路晶粒之積體電
路封裝的各種視圖。

第 21A圖至第 22圖為繪示根據部分實施方式之積體電路晶粒與包含積體電路晶粒之積體電
路封裝的各種視圖。

(3)
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